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１．概要（Summary） 

 Si の微細構造は今後のナノバイオテクノロジーに

おいて中心的な役割を果たすと想定される。その産業

的展開を目論むとき、微細構造形成の低コスト化は不

可欠のこととなる。本取組では、大面積領域に微細構

造を低コストで形成する技術の確立を念頭に置き、化

学増幅型電子線露光レジストと D-RIE の組み合わせ

を用いた微細加工条件の検討を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

   深堀ドライエッチング装置     

・実験方法 

 Si 基板のドライエッチング加工には、装置的にも

完成された D-RIE がある。他方微細パターン形成の

代表格は電子ビーム露光である。 

一般的に電子ビーム露光装置で用いられるレジス

トマスクは、ポジ型及びネガ型の双方においてD-RIE

エッチング耐性が未知な状況である。特に産業的な要

請からは、電子ビーム露光のコスト削減に有効な化学

増幅型レジストの使用が注目されている。 

本検討では、微細レジストパターン形成には化学

増幅型レジストを用いた。加工に用いたレジストパタ

ーンの SEM写真を Fig. 1に示す。化学増幅型レジス

トの場合には、通常の電子線露光レジストに比較して、

その露光時間は 1/6 程度であ

る。100 nm サイズのドット

パターンが形成できている。 

 

 

 

 

Fig. 1 Dot-pattern by chemical 
enhanced resist.  

 

３．結果と考察 (Result and Discussion) 

 上記をエッチングマスクとし、D-RIEにより Siの

高アスペクト加工を行った。微細構造の形成であるた

め、側壁のスキャロップ発生を抑制する目的で 1サイ

クルを 1. 1secに設定した。D-RIEにより得られた加

工形状を Fig. 2 に示す。1:10 以上の高アスペクトが

実現できている。 

 本検討により、低コスト化が可能な化学増幅型電子

線レジストを用いた Si の高アスペクト加工が可能な

ことを示した。今後は、レジストマスク直下のくびれ

形状の改善が望まれる。 

 

 

Fig. 2 SEM image 

 

４．その他・特記事項 (Others) 

 特になし。 

 

５．論文・学会発表 (Publication/Presentation) 

 なし。 

 

６．関連特許 (Patent) 

  なし。 
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